UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

SISTEMA DE MEDIDA DE LA TRANSMISION OPTICA DE BAJO COSTE CON LED A 1,45 uM: OBTENCION DEL COEFICIENTE DE ABSORCION

DEL c-SI A ALTAS TEMPERATURAS Y MONITORIZACION IN-SITU DE LA RECRISTALIZACION DE CAPAS a-SiCx: H SOBRE c-SI.
Ivaldo Torres Chéavez

INDICE

1. INtrodUCCION. ... o e 5

2. Equipo de medida de transmisién 6ptica a altas
temperaturas. ..., 8
21. Estadodelarte..............ooooiiiii 9

2.1.1. Fundamento fisico del equipo de transmision

2.1.2. Antecedentes. ..ot 11

2.2. Equipo de medicion dptica......................ooiiii 15
2.2, LED. . 16

2.2.2. DeteCtor.. ..o 19

2.2.3. Amplificador Lock-in...........cccooiiiiiiiiiiiee 21

224, HOMO. .. 22

2.3. Prueba de funcionamiento del equipo......................... 24
3. Absorcion del c-Si a altas temperaturas.................................. 26
3.1. Estadodelarte..................oo 27
3.1.1 Absorcion bandaabanda........................ 27

3.1.2. Absorcion por cargas libres.............ccooooiiiiiiiil. 32

3.1.3. Coeficiente de absorcion optica en el c-Sl.............. 35



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILT

SISTEMA DE MEDIDA DE LA TRANSMISION OPTICA DE BAJO COSTE CON LED A 1,45 uM: OBTENCION DEL COEFICIENTE DE ABSORCION
DEL c-SI A ALTAS TEMPERATURAS Y MONITORIZACION IN-SITU DE LA RECRISTALIZACION DE CAPAS a-SiCx: H SOBRE c-SI.
Ivaldo Torres Chéavez

3.1.4. Calculo del coeficiente de absorcion éptico a partir

de medidas de transmision...............coooiiiiin, 37
3.2 Antecedentes......... ... 38
3.3 Experimentos y resultados......................... 44
3.3.1 Medida in-situ de la transmisién optica del c-Sl
aaltatemperatura.............c.oooi, 44
3.3.2 Medida in-situ de «, de c-Si a altas
temperaturas............ooi 45
3.3.3 Ajuste del «, medido con el espectro de
UNLED. ..o, 47
3.3.4. Comparacion del resultado obtenido con
OtroS @UIOIES. ... 54
4. Cristalizacion de capasde a-SiCx:H .................................... 57
41. Antecedentes................coooiiiiiiii 58
4.2. Fabricacionde a-SiCx:H ........................ 66
4.1.1. Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition (PECVD)........oiiiiiiiiiiiiiiies 66
4.1.2. Cristalizacion de capas a-SiCx:H.......................... 70

4.3. Experimentos y resultados.
“Confirmacion de la cristalizacion de capas
A-SiC i H e 74
4.3.1. Medidas con Fourier Transformed Infrared............. 74
4.3.2. Investigacion de la formacion de nano-cristales
de silicio con el recocido en estructuras de

A-SICX/C-Si.. i 76
4.3.3. Medidas de difraccion de rayos-X...............c.co..e. 82
4.3.4. Medida de la fase de cristalizacion por reflexion

en el rango de la ultravioletas UV......................... 87
4.3.5. Supervisiéon de la fase de cristalizacion con

medidas in-situ de transmision optica.................... 88

B, CONCIUSIONES....... oo et et 94



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

SISTEMA DE MEDIDA DE LA TRANSMISION OPTICA DE BAJO COSTE CON LED A 1,45 uM: OBTENCION DEL COEFICIENTE DE ABSORCION
DEL c-SI A ALTAS TEMPERATURAS Y MONITORIZACION IN-SITU DE LA RECRISTALIZACION DE CAPAS a-SiCx:

H SOBRE c-SI.
Ivaldo Torres Chavez
6. ReferenCIas..........oooiimii e 101
7. Publicaciones relacionadas aestatesis.............ccoovvvvviiiinnn.... 108

8. Anexos... 120



